wO 2019/158465 A1 | 000 000000 O 0

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

~

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum )
Internationales Biiro ‘

(43) Internationales Verdffentlichungsdatum 9 (10) Internationale Veriffentlichungsnummer
22. August 2019 (22.08.2019) WO 2019/158465 Al
WIPO I PCT
(51) Internationale Patentklassifikation: (72) Erfinder: OTTO, Isabel, Max-Reger-Str. 1c, 93128 Re-
HOIL 33/00 (2010.01) HOI1L 33/50 (2010.01) genstauf (DE). KOCH, Holger; Bischof-Konrad-Str. 2b,
HOIL 33/48 (2010.01) 93051 Regensburg (DE). HAHN, Berthold; Am Pfannen-

stiel 2, 93155 Hemau (DE).

(74) Anwalt: EPPING HERMANN FISCHER PATENTAN-
WALTSGESELLSCHAFT MBH; SchloBschmidstr. 5,
80639 Miinchen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2019/053265

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. Februar 2019 (11.02.2019)
(25) Einrcichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch jede verfiighare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BI, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
13. Februar 2018 (13.02.2018)  DE HN, HR, HU. ID, IL. IN, IR, TS, JO. JP, KE, KG, KH, KN,
(71) Anmelder: OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR, LS, LU, LY, MA, MD,
GMBH [DE/DE]; Leibnizstr. 4, 93055 Regensburg (DE). ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,

(30) Angaben zur Prioritiit:
102018 103 160.2

(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR PRODUCING AN OPTOELECTRONIC COMPONENT

(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES
OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

FIG 3

[ ~—c
T

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component, which emits electromagnetic radiation from a radiation exit
surface (3) of the optoelectronic component and has the following features: a radiation-emitting semiconductor chip (1), which produces
clectromagnetic radiation, and a marker element (5), which is applied to the radiation exit sutface (3) of the optoelectronic component,
the marker element (5) comprising a dye substance (4), which can be removed from the radiation exit surface (3) of the optoelectronic
component using a solvent and/or is permeable to the electromagnetic radiation of the optoelectronic component. The invention further
relates to a method for producing an optoelectronic component.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Bauelement, das elektromagnetische Strahlung von einer Strahlungsaustritts-
flache (3) des optoelektronischen Bauelements aussendet, mit den folgenden Merkmalen angegeben: einem strahlungsemittierenden
Halbleiterchip (1), der elektromagnetische Strahlung erzeugt, und einem Markierungselement (5), das auf der Strahlungsaustrittsflédche
(3) des optoelektronischen Bauelements aufgebracht ist, wobei das Markierungselement (5) eine Farbe (4) umfasst, die mit einem L6-
sungsmittel von der Strahlungsaustrittsfliche (3) des optoelektronischen Bauelements entfernbar und/oder durchlissig fiir die elektro-
magnetische Strahlung des optoelektronischen Bauelements ist. Aulerdem wird ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements angegeben.
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Beschreibung

OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

Es werden ein optoelektronisches Bauelement und ein Verfahren
zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements

angegeben.

Es soll ein optoelektronisches Bauelement angegeben werden,
das besonders einfach montiert werden kann. AuBerdem soll ein
Verfahren zur Herstellung eines Bauelements angegeben werden,

das besonders einfach montiert werden kann.

Diese Aufgaben werden durch ein optoelektronisches Bauelement
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch ein

Verfahren mit den Schritten des Patentanspruchs 8 geldst.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen des
optoelektronischen Bauelements und des Verfahrens zur
Herstellung des optoelektronischen Rauelements sind

Gegenstand der jeweils abhangigen Anspriiche.

Gemal einer Ausfihrungsform weist das optoelektronische
Bauelement eine Strahlungsaustrittsflache auf, von der die
elektromagnetische Strahlung des optoelektronischen
Bauelements im Betrieb emittiert wird.

Gemédl einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst das
optoelektronische Bauelement einen strahlungsemittierenden
Halbleiterchip, der elektromagnetische Strahlung erzeugt.
Beispielsweise handelt es sich bei dem
strahlungsemittierenden Halbleiterchip um einen

Leuchtdiodenchip. Auch der strahlungsemittierende
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Halbleiterchip weist eine Strahlungsaustrittsflache auf, von
der die im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung
ausgesandt wird. Die Strahlungsaustrittfldche des
optoelektronischen Bauelements kann ganz oder teilweise durch
die Strahlungsaustrittsfliache des Halbleiterchips gebildet
sein. Weiterhin ist es auch mdglich, dass auf die
Strahlungsaustrittsflache des strahlungsemittierenden
Halbleiterchips ein Konversionselement aufgebracht ist, das
elektromagnetische Strahlung des strahlungsemittierenden
Halbleiterchips in elektromagnetische Strahlung eines anderen
Wellenldngenbereichs umwandelt. Ein derartiges
Konversionselement ist weiter unten im Text naher

beschrieben.

Die Strahlungsaustrittsflache des Halbleiterchips kann lber
die gesamte Fl&che durchgehend strahlungsemittierend
ausgebildet sein. Weiterhin ist es auch méglich, dass die
Strahlungsaustrittsfldche eine Vielzahl
strahlungsemittierender Unterbereiche aufweist, die durch
nicht-strahlende Bereiche voneinander getrennt sind. Die
Unterbereiche konnen beispielsweise in Pixel zusammengefasst

sein oder Pixel ausbilden.

Die elektromagnetische Strahlung, die von dem
strahlungsemittierenden Halbleiterchip erzeugt wird, kann
beispielsweise infrarote Strahlung, sichtbares Licht oder

ultraviolette Strahlung sein.

Gemédl einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst das
optoelektronische Bauelement ein Markierungselement. Das
Markierungselement ist besonders bevorzugt auf der
Strahlungsaustrittsfldche des optoelektronischen Bauelements

aufgebracht.
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Besonders bevorzugt umfasst das Markierungselement eine Farbe
oder ist aus einer Farbe gebildet, die mit einem
Losungsmittel von der Strahlungsaustrittsfldche entfernbar
ist. Alternativ oder zusédtzlich ist es auch moglich, dass die
Farbe durchlédssig fiir die elektromagnetische Strahlung des

optoelektronischen Bauelements ausgebildet ist.

~Durchlassig fiir die elektromagnetische Strahlung des
optoelektronischen Bauelements™ bedeutet hierbei besonders
bevorzugt, dass die Farbe zumindest 80 %, bevorzugt zumindest
90 % und besonders bevorzugt zumindest 95 % der
elektromagnetischen Strahlung des optoelektronischen

Bauelements durchléasst.

Umfasst das Markierungselement eine Farbe, die mit einem
Losungsmittel von der Strahlungsaustrittsfldche entfernbar
ist, so kann mit Vorteil eine Alterung des Bauelements
zumindest verringert werden. Insbesondere wird kein
Effizienzverlust des Bauelements mit der Betriebsdauer

erwartet.

Das Markierungselement ist bevorzugt auf dem
Konversionselement aufgebracht, wahrend ein Volumenbereich
des Konversionselements bevorzugt frei ist von dem
Markierungselement. Bei Bauelementen mit vergleichsweise
geringer Strahlungsaustrittsfldche wird mit einer derartigen
Anordnung des Markierungselements, dessen Farbe mit einem
Losungsmittel von der Strahlungsaustrittsfldche entfernbar
und/oder durchlassig fiir die elektromagnetische Strahlung des
optoelektronischen Bauelements ist, ein Verlust an
Leuchtfldche gegeniiber einem Konversionselement mit

integriertem Markierungselement vermieden.
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Beispielsweise absorbiert die Farbe einen bestimmten
Wellenldngenbereich insbesondere des sichtbaren Lichts und

weist daher einen Farbeindruck fiir das menschliche Auge auf.

Beispielsweise ist die absorbierende Farbe aus einem der
folgenden Materialien gebildet oder weist eines der folgenden
Materialien auf: Ti0,, Fey03, C, BiVQ4, Feys[Fe (CN)gls

(Eisencyanblau) .

Besonders bevorzugt ist die Farbe aber
wellenlangenkonvertierend ausgebildet. Beispielsweise umfasst
die Farbe ein Harz, wie beispielsweise ein Silikon oder ein
Epoxid, in das Leuchtstoffpartikel eingebracht sind. Die
Leuchtstoffpartikel verleihen der Farbe bevorzugt die
wellenlangenkonvertierenden Eigenschaften. Die
Leuchtstoffpartikel sind dazu geeignet, elektromagnetische
Strahlung eines ersten Wellenlangenbereichs in
elektromagnetische Strahlung eines zweiten
Wellenld@ngenbereichs umzuwandeln. Bevorzugt umfasst der
zwelte Wellenladngenbereich groBere Wellenlangen als der erste
Wellenladngenbereich. Beispielsweise liegen der erste
Wellenldngenbereich und der zweite Wellenldngenbereich im
ultravioletten Spektralbereich. Besonders bevorzugt sind der
erste Wellenlangenbereich und/oder der zweite
Wellenld@ngenbereich nicht von der elektromagnetischen
Strahlung umfasst, die das optoelektronische Bauelement

aussendet.

Beispielsweise sind die Leuchtstoffpartikel aus einem der
folgenden Materialien gebildet oder weisen eines der
folgenden Materialien auf: ZnS, beispielsweise dotiert mit

Mn, Ag, Cu oder Ln, LaMgAli10:19:Ce, YPOs:Ce, BaSi,0s:Pb,
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Sr,MgSi07:Pb, SrB,O;:Eu, SrAli»0:0:Ce, LaP0,:Ce, LaBs0s:Bi, Gd,
YRBO5:Pr, YAlO3:PR, YPO4ZBi, CaSO4:Pb.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform markiert das
Markierungselement die Position zumindest eines elektrischen
Kontakts des optoelektronischen Bauelements. Der elektrische
Kontakt ist hierbei besonders bevorzugt auf einer Rickseite
des optoelektronischen Bauelements angeordnet, die der

Strahlungsaustrittsfldche gegeniiberliegt.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist das
optoelektronische Bauelement zumindest zwei elektrische
Kontakte auf. Besonders bevorzugt sind beide elektrischen
Kontakte des optoelektronischen Bauelements auf dessen
Riickseite angeordnet. Beispielsweise sind die elektrischen
Kontakte streifenfdrmig ausgebildet und verlaufen im
Wesentlichen parallel zueinander von einer Seitenflache des
optoelektronischen Bauelements zu einer gegeniliberliegenden

Seite des optoelektronischen Bauelements.

Gemdl einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform des
optoelektronischen Bauelements ist die Farbe absorbierend im
ultravioletten Spektralbereich ausgebildet. Beispielsweise
absorbiert die Farbe im ultravioletten Spektralbereich und
sendet aufgrund wellenlangenkonvertierender
Leuchtstoffpartikel elektromagnetische Strahlung eines
zweiten Wellenlangenbereichs im langerwelligen ultravioletten
Spektralbereich oder im sichtbaren Spektralbereich aus.
Hierbei sendet das optoelektronische Rauelement bevorzugt
elektromagnetische Strahlung aus, die weder in dem ersten
Wellenldngenbereich noch in dem zweiten Wellenld@ngenbereich

liegt.
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Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauelements ist die Strahlungsaustrittsfliche des
optoelektronischen Bauelements hdéchstens 14 % kleiner als die
Querschnittsfldche des optoelektronischen Bauelements.
Hierbei liegt die Querschnittsflache besonders bevorzugt in
der gleichen Ebene wie die Strahlungsaustrittsflache. Mit
anderen Worten ist die Hauptfldche, die die
Strahlungsaustrittsfldche des optoelektronischen Bauelements
umfasst, also nicht sehr viel groRer als die
Strahlungsaustrittsfldche. Beispielsweise umfasst das
optoelektronische Bauelement neben dem Halbleiterchip
lediglich einen schmalen Rahmen, der die
Strahlungsaustrittsfldache umlauft und so nur einen sehr
kleinen Fléadchenanteil zu der die Strahlungsaustrittflédche
umfassenden Hauptfldche beitridgt. Reispielsweise liegt die
GroRe der Querschnittsflache zwischen einschlieRlich 150
Mikrometer mal 150 Mikrometer und einschlieflich 2 Millimeter

mal 2 Millimeter.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des optoelektronischen
Bauelements weist das Markierungselement eine Abmessung auf,
die mindestens 140 Mikrometer groll ist. Ein derartiges
Markierungselement ist mit Vorteil dazu geeignet, durch
gangige Detektionseinrichtungen in der Montage erkannt zu

werden.

Das Markierungselement kann beispielsweise als Quadrat,
Rechteck oder Raute ausgebildet sein. Besonders bevorzugt
weist das Markierungselement eine Form auf, die mit einem der
im Folgenden beschriebenen Herstellungsverfahren automatisch
erzeugt wird. Beispielsweise ist das Markierungselement als

einfacher Fleck ausgebildet. Eine Abmessung des
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Markierungselements kann beispielsweise eine Seitenlange, ein

Radius oder auch ein Durchmesser sein.

Besonders bevorzugt ist das Markierungselement nicht
rotationssymmetrisch zu einem Symmetriepunkt der
Strahlungsaustrittsflache und/oder der Vorderseite des

optoelektronischen Bauelements angeordnet.

Ist das Markierungselement dazu vorgesehen, wieder von der
Strahlungsaustrittsfldche entfernt zu werden, beispielsweise
nach erfolgter Montage des Bauelements, so wird hierzu
bevorzugt ein Ldésungsmittel verwendet. Bei dem Losungsmittel
zur Entfernung des Markierungselements kann es sich um

Wasser, Ethanol, Aceton, Isopropanol handeln.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform weist das
optoelektronische Bauelement ein Konversionselement auf, das
dazu geeignet ist, elektromagnetische Strahlung des
Halbleiterchips ganz oder teilweise in elektromagnetische
Strahlung eines dritten Wellenlangenbereichs umzuwandeln.
Beispielsweise ist die Strahlungsaustrittsfléache des
optoelektronischen Bauelements durch eine Hauptflache des

Konversionselements gebildet.

Wandelt das Konversionselement die elektromagnetische
Strahlung des Halbleiterchips mdglichst vollstandig in
elektromagnetische Strahlung des dritten Wellenlangenbereichs
um, so sendet das optoelektronische Bauelement
elektromagnetische Strahlung des dritten Wellenlangenbereichs
aus. Die Farbe des Markierungselements ist in diesem Fall
besonders bevorzugt durchlassig fir die elektromagnetische

Strahlung des dritten Wellenladngenbereichs.
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Alternativ ist es auch moéglich, dass das Konversionselement
dazu eingerichtet ist, die elektromagnetische Strahlung des
Halbleiterchips lediglich teilweise in elektromagnetische
Strahlung des dritten Wellenlangenbereichs umzuwandeln,
sodass das optoelektronische Bauelement von seiner
Strahlungsaustrittsflache elektromagnetische Strahlung
aussendet, die sich aus konvertierter Strahlung des dritten
Wellenld@ngenbereichs und unkonvertierter Strahlung des
elektromagnetischen Halbleiterchips zusammensetzt. In diesem
Fall ist die Farbe des Markierungselements besonders
bevorzugt durchlédssig fiir elektromagnetische Strahlung des
Halbleiterchips und elektromagnetische Strahlung des dritten

Wellenla&ngenbereichs.

Das hier beschriebene optoelektronische Bauelement kann
beispielsweise mit dem im Folgenden beschriebenen Verfahren
hergestellt werden. Merkmale und Ausgestaltungen, die
vorliegend lediglich in Verbindung mit dem optoelektronischen
Bauelement beschrieben sind, ko6énnen, falls sinnvoll,

ebenfalls bei dem Verfahren ausgebildet sein und umgekehrt.

Gemdl einer Ausfithrungsform des Verfahrens wird die Farbe zur
Erzeugung des Markierungselements auf die
Strahlungsaustrittsfldche des optoelektronischen Bauelements

aufgebracht.

Beispielsweise kann die Farbe aus einer Kartusche durch
Beaufschlagung mit Druck durch Jetten durch ein Jet-Ventil
aufgebracht werden. Hierbei wird bei der Beaufschlagung mit
Druck ein Tropfen der Farbe erzeugt, der auf die
Strahlungsaustrittsflache auftrifft. Beispielsweise weist der
Tropfen eine Masse zwischen einschlieBlich 10 Mikrogramm und

einschliefllich 100 Mikrogramm auf. Mit diesem Verfahren
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kénnen insbesondere Farben mit einer Viskositat zwischen
einschlieBlich 10 Pa*s und einschlieBlich 0,001 Pa*s
verarbeitet werden. Zur Einstellung der Viskositat auf einen
gewiinschten Wert kann die Farbe mit einem Ldsungsmittel

verdinnt werden.

Weiterhin ist es auch mdglich, dass die Farbe aus einer
Kartusche durch Beaufschlagung mit Druck durch Dispensen
durch eine Nadel aufgebracht wird. Diese Ausfihrungsform des
Verfahrens ist insbesondere fir Farben mit einer Viskositat
zwischen einschlieRBlich 10000 Pa*s und einschlieBlich 0,01

Pa*s geeignet.

SchlieRlich ist es mdglich, dass die Farbe aus einer
offenporigen Membran oder einer Kapillare durch Kontakt mit
der Oberflache, auf die die Farbe aufgebracht werden soll,
wie beigpielsweise der Strahlungsaustrittsfliache, durch Inken
aufgebracht wird. Hierbei kann die Kapillare oder die Membran
manuell oder automatisiert mechanisch gefithrt werden. Auch
diese Ausfihrungsform des Verfahrens ist insbesondere fir
Farben mit einer Viskositat zwischen einschlieBlich 10000

Pa*s und einschlieBlich 0,01 Pa*s geeignet.

Vorliegend wird vorgeschlagen, das Markierungselement, das
etwa zur Markierung der Position eines riickseitigen
elektrischen Kontakts dient, auf der
Strahlungsaustrittsfldche des optoelektronischen Bauelements
aufzubringen. So befindet sich das Markierungselement auf
einer Vorderseite des optoelektronischen Bauelements, so dass
das optoelektronische Bauelement in der Regel vereinfacht

montiert werden kann, etwa auf einen Anschlusstréager.
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Insbesondere bei Bauelementen, beili denen die
Strahlungsaustrittsflache den GroBteil der Vorderseite
einnimmt, ist die Aufbringung des Markierungselements auf der
Strahlungsaustrittsfldche unter Umstdnden unumganglich, da
ansonsten kein ausreichender Platz auf der Vorderseite zur

Verfligung steht.

Bevorzugt kann das Markierungselement entweder wieder von der
Strahlungsaustrittsfldche entfernt werden oder das
Markierungselement weist eine Farbe auf oder ist aus einer
Farbe gebildet, die fir die elektromagnetische Strahlung des
optoelektronischen Bauelements durchlassig ist. Auf diese Art
und Weise kann mit Vorteil ein Markierungselement auf der
Strahlungsaustrittsflache erzeugt werden, das die
Abstrahlcharakteristik des Bauelements und/oder die Effizienz

des Bauelements nicht verringert.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung

mit den Figuren beschriebenen Ausfiithrungsbeispielen.

Anhand der schematischen perspektivischen Darstellungen der
Figuren 1 und 2 wird ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauelements gemdl einem

Ausfihrungsbeispiel beschrieben.

Die schematischen perspektivischen Darstellungen der Figuren
3 und 4 zeigen ein optoelektronisches Bauelement gemal

Jjeweils einem Ausfihrungsbeispiel.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren

und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren dargestellten
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Elemente untereinander sind nicht als mabBstéablich zu
betrachten. Vielmehr kdénnen einzelne Elemente, insbesondere
Schichtdicken, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum

besseren Verstandnis tbertrieben grol dargestellt sein.

Bei dem Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements gemall dem Ausfihrungsbeispiel der Figuren 1 und 2
wird in einem ersten Schritt ein optoelektronisches
Bauelement ohne Markierungselement 5 bereitgestellt. Das
optoelektronische Bauelement umfasst einen
strahlungsemittierenden Halbleiterchip 1, der vorliegend
vollstandig von einem umlaufenden Rahmen 2 umschlossen wird.
Der Rahmen ersetzt ein Bauelementgehduse und dient der
mechanischen Stabilitdt des optoelektronischen Bauelements.
Die Vorderseite des optoelektronischen Bauelements wird bei
diesem Ausfihrungsbeispiel durch eine
Strahlungsaustrittsflache des strahlungsemittierenden
Halbleiterchips 1 und eine stirnseitige Flache des Rahmens 2

gebildet.

Vorliegend bildet die Strahlungsaustrittsflache des
strahlungsemittierenden Halbleiterchips die
Strahlungsaustrittsfldche 3 des optoelektronischen
Bauelements aus. Von der Strahlungsaustrittsfldche 3 des
strahlungsemittierenden Halbleiterchips 1 wird die
elektromagnetische Strahlung des optoelektronischen

Bauelements ausgesandt.

In einem nachsten Schritt, der schematisch in Figur 2
dargestellt wird, wird eine Farbe 4 zur Erzeugung eines
Markierungselements 5 auf die Strahlungsaustrittsflache 3 des
optoelektronischen Bauelements aufgebracht. Dies kann

beispielsweise durch Jetten erfolgen. Beim Jetten wird die
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Farbe 4 bevorzugt aus einer Kartusche durch Beaufschlagung
mit Druck in Form eines Tropfens mit definierter Masse

herausgedrickt.

Weiterhin ist es auch mdglich, dass die Farbe 4 aus einer
Kartusche dispenst wird. Beim Dispensen wird die Farbe 4 aus
der Kartusche durch Beaufschlagung mit Druck durch eine Nadel
in Form eines Tropfens mit definierter Masse herausgedriickt

und auf die Strahlungsaustrittsflache 3 aufgebracht.

Insbesondere beim Jetten oder Dispensen wird in der Regel ein
Tropfen erzeugt, der auf die Strahlungsaustrittsflache 3 des

optoelektronischen Bauelements auftrifft und dort einen mehr

oder weniger regelmaligen Fleck als Markierungselement 5

ausbildet.

Weiterhin ist es auch mdglich, dass die Farbe 4 aus einer
offenporigen Membran oder einer Kapillare auf die
Strahlungsaustrittsflache 3 aufgebracht wird. Hierbei tritt
die Farbe 4 in der Regel aufgrund der Oberflachenkrafte aus

der Membran oder der Kapillare aus.

Das erzeugte Markierungselement 5 ist dazu geeignet, einen
elektrischen Kontakt auf einer Rickseite des
optoelektronischen Bauelements, die der Vorderseite
gegenliberliegt, zu markieren. Hierzu wird das
Markierungselement 5 besonders bevorzugt unsymmetrisch zu
einem Mittelpunkt der Vorderseite oder unsymmetrisch zu einer
Rotationsachse der Vorderseite aufgebracht. Beispielsweise
wird das Markierungselement 5 in einer Ecke der Vorderseite

und/oder der Strahlungsaustrittsfldche 3 aufgebracht.
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Das optoelektronische Bauelement gemall dem
Ausfihrungsbeispiel der Figur 3 weist im Unterschied zu dem
optoelektronischen Bauelement gemal dem Ausfithrungsbeispiel
der Figuren 1 und 2 ein Konversionselement 6 auf. Das
Konversionselement 6 ist dazu geeignet, elektromagnetische
Strahlung, die von dem strahlungsemittierenden Halbleiterchip
1 erzeugt wird, zumindest teilweise in Strahlung eines
dritten Wellenladngenbereichs umzuwandeln. Auf der
Strahlungsaustrittsfldche 3 des optoelektronischen
Bauelements ist vorliegend ein Markierungselement 5
ausgebildet, das die Form eines Flecks aufweist. Ein
Markierungselement 5 mit der Form eines Flecks kann
beispielsweise mittels Dispensens oder Jettens der Farbe 4

erzeugt werden.

Die Farbe 4 des Markierungselements 5 ist beispielsweise aus
einem Harz gebildet, wie Silikon, in das Leuchtstoffpartikel
eingebracht sind. Die Leuchtstoffpartikel sind hierbei
bevorzugt dazu geeignet, elektromagnetische Strahlung eines
ersten Wellenlangenbereichs aus dem ultravioletten
Spektralbereich in elektromagnetische Strahlung eines zweiten
Wellenladngenbereichs umzuwandeln, der langerwellige
ultraviolette Strahlung als der erste Wellenlangenbereich
aufweist. Besonders bevorzugt liegen der erste
Wellenldngenbereich und der zweite Wellenldngenbereich nicht
in dem Wellenlangenbereich, der von dem

strahlungsemittierenden Halbleiterchip 1 ausgesandt wird.

Das optoelektronische Bauelement gemall dem
Ausfihrungsbeispiel der Figur 4 weist im Unterschied zu dem
optoelektronischen Bauelement gemal dem Ausfithrungsbeispiel
der Figur 3 ein Markierungselement 5 auf, das rechteckig

ausgebildet ist. Das optoelektronische Bauelement weist
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vorliegend eine Querschnittsfldche von ungefdhr 1 Millimeter
mal 1 Millimeter auf. Das Markierungselement 5 weist eine

Kantenlange von ungefahr 140 Mikrometer auf.

Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Prioritat der
deutschen Anmeldung DE 102018103160.2, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement, das elektromagnetische
Strahlung von einer Strahlungsaustrittsflache (3) aussendet,
mit:

- einem strahlungsemittierenden Halbleiterchip (1), der
elektromagnetische Strahlung erzeugt, und

- einem Markierungselement (5), das auf der
Strahlungsaustrittsfldche (3) des optoelektronischen
Bauelements aufgebracht ist, wobei das Markierungselement (5)
eine Farbe (4) umfasst, die mit einem Ldsungsmittel von der
Strahlungsaustrittsflache (3) entfernbar und/oder durchlédssig
flir die elektromagnetische Strahlung des optoelektronischen

Bauelements ist.

2. Optoelektronisches Bauelement nach dem vorherigen
Anspruch,
bei dem die Farbe (4) ein Harz umfasst, in das

Leuchtstoffpartikel eingebracht sind.

3. Optoelektronisches Rauelement nach einem der obigen
Anspriche,

bei dem das Markierungselement (5) die Position zumindest
eines elektrischen Kontakts des optoelektronischen

Bauelements markiert.

4. Optoelektronisches Rauelement nach einem der obigen
Anspriche,
bei dem die Farbe (4) absorbierend im ultravioletten

Spektralbereich ausgebildet ist.

5. Optoelektronisches Rauelement nach einem der obigen

Anspriche,
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bei dem die Strahlungsaustrittsfldche (3) des

optoelektronischen Bauelements hoéchstens 14 % kleiner ist der

Querschnittsfldche des optoelektronischen Bauelements.

6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der obigen
Anspriche,
bei dem das Markierungselement (5) eine Abmessung aufweist,

die mindestens 140 Mikrometer grofl ist.

7. Optoelektronisches Rauelement nach einem der obigen
Anspriiche, bei dem

die Farbe (4) ein Harz umfasst, in das Leuchtstoffpartikel
eingebracht sind, die elektromagnetische Strahlung eines
ersten Wellenldngenbereichs in elektromagnetische Strahlung
eines zweiten Wellenladngenbereichs umwandeln, wobei der erste
Wellenldngenbereich und der zweite Wellenldngenbereich im

ultravioletten Spektralbereich liegen.

8. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauelements,

bei dem eine Farbe (4) zur Erzeugung eines
Markierungselements (5) auf eine Strahlungsaustrittsfléache
(3) des optoelektronischen Bauelements aufgebracht wird,
wobei die Farbe (4) mit einem Losungsmittel von der
Strahlungsaustrittsflache (3) entfernbar und/oder durchlédssig
flir die elektromagnetische Strahlung des optoelektronischen

Bauelements ist.

9. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,
bei dem die Farbe (4) aus einer Kartusche durch
Beaufschlagung mit Druck durch Jetten durch ein Jet-Ventil

aufgebracht wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 8,
bei dem die Farbe (4) aus einer Kartusche durch
Beaufschlagung mit Druck durch Dispensen durch eine Nadel

aufgebracht wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8,
bei dem die Farbe (4) aus einer offenporigen Membran oder
einer Kapillare durch Kontakt mit der

Strahlungsaustrittsflache durch Inken aufgebracht wird.
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